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电气参数：（除特殊说明外，VIN=5V，R =1KΩ，L=4.7uH）ICHG

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 电源电压  3. 6 5 10 V 

VINOVP VIN 端过压保护阈值 VIN Rising  10.9  V 

ΔVINOVP VIN 端过压保护滞回   500  mV 

IQ 芯片静态工作电流   0.6  mA 

ISD 芯片关断电流 VNTC=0  200  μA 

IBAT 电池泄漏电流 

不插充电器 or 

VNTC=0 
 5  

μA 

插充电器, 

VBAT=12.6 
 20  

VCV 充电浮充电压  12.474 12.6 12.726 V 

VRCH 重充电压阈值 VBAT Falling  12.35  V 

VTRK 涓流转恒流电压阈值 VBAT Rising  8.4  V 

VSHORT 电池短路电压阈值 VBAT Falling  2.1  V 

VOVPB BAT 端过压保护电压 VBAT Rising  13.78  V 

ICC 恒流模式充电电流 RICHG=1KΩ 0.9 1 1.1 A 

ITC 涓流模式充电电流   10%  ICC 

IBS 短路模式充电电流   10%  ICC 

IBF 充电终止电流   10%  ICC 

fSW 开关频率   500  KHz 

AI 电流放大倍数 AI=ICC/IICHG  1000   

INTC NTC 端口输出电流  18 20 22 μA 

VNTCL NTC 端低温保护阈值   1.31  V 

VNTCH NTC 端高温保护阈值   0.4  V 
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电气参数：（除特殊说明外，VIN=5V，R =1KΩ，L=4.7uH）ICHG

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

TMRTC TC 阶段充电时间限制   9.5  Hour 

TMRCC/CV CC/CV 阶段充电时间限制   15.5  Hour 

TREG 芯片热调节阈值   120  ℃ 

TSD 芯片热保护温度   150  ℃ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   20  ℃ 
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TAPE AND REEL INFORMATION

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13″
Reel Diameter

REEL DIMENSIONS  

DIRECTION OF FEED

 

注意!
静电敏感器件

操作ESD产品

应采取防护措施

MOS电路操作注意事项： 

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏： 

• 操作人员要通过防静电腕带接地。 

• 设备外壳必须接地。 

• 装配过程中使用的工具必须接地。 

• 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。 

声明:
Ÿ 上海埃诚攸微电子有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。

Ÿ 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海埃诚攸微电子有限公司产品进行系统设计和整机

制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！

Ÿ 产品品质的提升永无止境，上海埃诚攸微电子有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 
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